
データ

写真１ ホールキャパシタ断面TEM像 写真２ ホールキャパシタ平面TEM像(暗視野像)

写真３ ホール側壁絶縁膜の高倍率TEM写真

概要

ナノオーダーでの加工が可能なFIB技術を用いることにより、特定箇所の平面TEM観察が可能です。
これにより、断面からの観察では構造の確認が困難なホール側壁のキャパシタ絶縁膜のONO三層構造
（シリコン酸化膜／シリコン窒化膜/シリコン酸化膜）が確認できます。
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